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@ Verfahren zum Bearbeiten eines Halbleiterchips 

® Die Erfindung schafft ein Verfahren zum Bearbeiten von 
Halbleiterchips (1), insbesondere zur Vorbereitung zur 
Montage in einem Miniaturgehause, mit den Schritten: 
Bereitstellen eines Wafers mit einer Vielzahl vorprozes- 
sierter Halbleiterchips (1); vereinzeln der vorprozessier- 
ten Halbleiterchips (1) durch Trennen entiang der Chip- 
kanten (11); und Glatten derChipkanten (11) durch lokales 
thermisches aufschmelzen der Chipkanten (11). 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zum Bearbcilen von F lulhlcilcrchips, insbesondere zur 
bereitung zur Montage in einem Miniaturgehause. Dies um- 5 
faBt auch Halbleiterchips, a B. aus Silizium, deren Material 
bereits einen Tcil des (ichauses darstcllt. 
[0002] Obwohl prin/.ipicil aui bclicbige Halbleiterchips 
und Substrate anwendbar. werden die vorliegende Erfindung 
und die ihr zugrunde liegende Problematik in bezug auf Sili- 10 
zium-Halbleilcrchips und Miniaturgehause eriautert. 
[0003] Die dcr vorliegende n Erfindung zugrunde liegende 
allgemeine Problem aii k bcslehi insbesondere darin, dassbei 
bestimmten Gehauscn hiiulig Risse im Chip auftreten, wel- 
che Ausfalle im Xuvcrlassigkcitsicst bzw. Feldausfalle zur 15. 
Folge haben. 

[0004] Oblicherweisc werden die hcircflcnden Chips 
durch Aussagcn aus cincin Water hcrcilgcslcllt. 
[0005] Fig. 2a zeigl eine schematise he Darstellung eines 
Halbleiterchips 1 nach dem SageprozeB. Die gesagte Kante 20 
11 ist sehr briichig und weist cine Rcihe von Kantcnausbrii- 
chen 10, 20, 30, 40, 50. 60. 70 auf. Man kann untcr dem Mi- 
kroskop bei leichter ftcriihrung dcr Kante 11 sogar eine 
Staubwolke des Siliziums heobachten. Daunt schafft der Sa- 
geprozeB eine Vorschadigung des Chips 11 . 25 
[0006] Fig. 2b zeigt cine schematische Darstellung des 
gesagten Halbleiterchips 1 nach thennischer bzw. mechani- 
scher Belastung. Wahrend die Kanienausbriiche 20, 30, 40, 
50, 70 unverandert sind, haben sich die Kanienausbriiche 
10, 60 zu den Rissen 10' bzw. 60' erweitert. Der RiB 60' ver- 30 
lauft bis in einen Schaltungsbereich 100 und bewirkt somit 
einen Funktionsausfall des Chips 1. 

[0007] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende 
Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zum Bearbeiten von 
Halbleiterchips, insbesondere zur Vorbereitung zur Montage 35 
in einem Miniaturgehause, anzugeben, welches eine Vor- 
schadigung vermeideL 

[0008] Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1 ange- 
gebene Verfahren geldst Bevorzugte Weiterbildungen sind 
Gegenstand der Unteranspriiche. 40 
[0009] Das errindungsgemaBe Glatten bewirkt, daB der 
vorgeschadigte Bereich nicht mehr vorhanden ist (oder eine 
Ausbreitung in den aktiven Bereich gestoppt wird) und so- 
mit der Chip fur ein wei teres Handling bzw. beim Einsatz 
unter thermischen bzw. mechanischen Spannungen wesent- 45 
lich unempfindlicher ist Es wird gleichsam eine Versiege- 
lung der obersten Siliziumschicht geschaffen, ohne die elek- 
trischen Eigenschaften des Chips zu beeinflussen. 
[0010] GemaB einer bevorzugten Weiterbildung wird das 
Vereinzeln durch Sagen durchgefuhrL Dies ist die gangige 50 
Metbode, jedoch kommen auch Ritzen/Brechen oder Laser- 
cutting oder sonstige Methoden in Frage. 
[0011] GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
werden die Halbleiterchips wahrend des Glattens durch eine 
KOhleinrichtung im Innen bereich flachig gekuhlt. Dies ver- 55 
hindert einen EinfluB des lokalen thermischen Aufschmel- 
zens auf interne empfindliche Schaltungsbereiche. 
[0012] GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
erfoigt das Kuhlen bei einer Temperatur von unterhalb 0°C, 
vorzugsweise unterhalb -20°C. 60 
[0013] GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
erfoigt das Glatten durch eine Laserbehandlung. So ist eine 
besondere Feinbehandlung der Chipkanten moglich, welche 
einen geringen Siliziumverlust mit sich bringt, 
[0014] GemaB cincr weiteren bevorzugten Weiterbildung 65 
wird durch das Glatten einem an den Chipkanten umlau- 
fende Anfasung geschaffen. So lafit sich die Kante ringsum 
versiegeln und lassen sich Spannungen durch das Auf- 



schmelzen und anschlieBende Abktlhlen verhindern. 
[0015] GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
erfoigt das Vereinzeln und Glatten durch eine Laserbehand- 
lung in einem einzigen Schritt. 

[00161 Im folgenden wird die vorliegende Erfindung an- 
hand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels unter Bezug- 
nahme auf die begleitenden Zeichnungen eriautert 
[0017] Es zeigen: 

[0018] Fig. la, b Darstellungen eines gemaB einer Aus- 
fuhrungsform der Erfindung bearbeiteten SUiziumchips; 
und 

[0019] Fig. 2a, b eine schematische Darstellung eines 
Halbleiterchips nach dem SageprozeB bzw. nach einer fol- 
genden Belastung. 

[0020] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen 

gleiche oder funktionsgleiche Elemente. 

[0021] Fig. la, b zeigen Darstellungen eines gemaB einer 

Ausfuhrungsform dcr Erfindung bearbeiteten Siliziumchips 

1. 

[0022] GemaB Fig. la ist der Siliziumchip 1 flachig an ei- 
ner Kiihleinrichtung 50 angebracht, welche ihm im Innenbe- 
reich flachig kuhlL Durch die Kiihleinrichtung 50 wird der 
Chip 1 dabei auf eine Temperatur unterhalb des Gefrier- 
punktes, z. B. -20°C, abgekuhlt 

[0023] Gleichzeilig ist ein Lasers Irani LS, welcher von ei- 
ner Lasereinrichtung LA herruhrt und durch eine Fokussie- 
rungslinse VL fokussiert wird, auf einen Kantenausbruch 60 
des Sihziumchips 1 gerichtet Bezugszeichen GB bezeich- 
net einen Glattungsbereich, welcher durch das Glatten mit- 
tels dem Laserstrahl LS durch lokales thermisches Auf- 
schmelzen der Chipkante 11 gebildet werden soli. 
[0024] Die Temperatur des Laserstrahl LS liegt oberhalb 
des Schmelzpunktes von Silizium, um ein lokales bzw. 
punktfbrmiges Aufschmelzen der Siliziumoberflache an der 
Chipkante 11 erreichen zu konnen. Um das Aufschmelzen 
entlang der gesamten Chipkante 11 erreichen zu konnen, 
wird der Chip 1 vorzugsweise entsprechend gedreht. 
[0025] Mit anderen Worten wird, wie in Fig. lb gezeigt, 
entlang der Chipkante mittels des Laserstrahls LS eine je- 
weilige erste und zweite Anfasung SI bzw. S2 gebildet. 
Diese Anfasungen SI bzw. S2 verlaufen ringsum die Chip- 
kante 11 und bewirken gleichsam eine lokale Versiegelung 
der Siliziumoberflache und ein Entfemen der Kantenausbru- 
che 60. Dies hat zur Folge, dass die Vorschadigungen durch 
das Vereinzeln der Chips 1, beispielsweise durch Sagen, im 
nachhinein entfemt werden und somit nicht als Keime bzw. 
Sollbruchstellen fur Risse wahrend des Einsatzes des Chips 
1 unter entsprechenden thermischen bzw. mechanischen Be- 
dingungen wirken konnen. 

[0026] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevor- 
zugter Ausfuhrungsbeispiele vorstehend beschrieben 
wurde, ist sie darauf nicht beschrankt, sondern auf vielfal- 
tige Weise modifizierbar. 

[0027] Insbesondere ist die Erfindung auf beliebige Chips 
anwendbar. 

[0028] Aucb sei erwahnt, dass das Glatten der Chipkanten 
zweckmaBigerweise auch im halbmontierten Zustand des 
Halbleiterchips erfolgen kann, beispielsweise nachdem der 
(!hip auf ein entsprechenden Kuhlsockel gelotet worden ist 
[0029] Auch konnen andere thermische Verfahren, wie 
z. B. lokales Erhitzen durch Infrarot-S trahlung, angewendet 
werden. 
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Bezugszeichenliste 



IChip 

50 Kiihleinrichtung 
11 Chipkante 
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10-70 RandausbrUche 
10', 60* Risse 
GB Glattungsbereich 
T,S T^aserstrahl 

FL Fokussieurngslinse 5 
LA Lasereinrichtung 
SI, S2 Anfasungen 
100 Schaitungsbereich 

Patentanspruche 10 

1. Verfahren zum Bearbeiten von Halbleiterchips (1), 
insbesondere zur Vorbereitung zur Montage in einem 
Miniaturgehause, mit den Schritten: 

Bereitstellen eines Wafers mit einer Vielzahl vorpro- 15 
zessierter Halbleiterchips (1) 

Vereinzeln der vorprozessierten Halbleiterchips (1) 
durch Trcnncn cntlang dcr Chipkantcn (U); und 
Glatten der Chipkanten (U) durch lokales therrnisches 
Aufschmelzen der Chipkanten (11) 20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Vereinzeln durch Sagen durchgefuhrt 
wind. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Halbleiterchips (1) wahrend des 25 
Glattens durch eine Kuhleinrichtung (50) im Innenbe- 
reich flachig gekiihlt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Kiihlen bei einer Temperatur von unter- 
halb 0°C, vorzugsweise unterhalb -20°C, erfolgt 30 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Glatten durch 
eine Laserbehandlung erfolgt. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Glatten 35 
einem an den Chipkanten (11) umlaufende Anfasung 
(SI; S2) geschaffen wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Vereinzeln und 
Glatten durch eine Laserbehandlung in einem einzigen 40 
Schritt erfolgt 
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